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Patentanspruche: 



1. AnpaBschaltung zum Obergang von einer I 2 L- 
Schaltung auf eine vorzugsweise auf dem gleichen 
Halbleiter-Chip integrierte bipolare Schaltung ho- 
herer Ausgangsleistung mit einem PNP-Stromspie- 
gel, der einen Signalstrom von der I 2 L-Logik in die 
bipolare Schaltung spiegelt, dadurch gekenn- 
z e i c h n e t , daB parallel zum Eingang der ietzten 
Inverterstufe der I 2 L-Schaltung die Emitter-Basis- 
Strecke eines bipolaren Transistors geschaltet ist, 
dessen Kollektor mit einem Eingang des Stromspie- 
gels verbunden ist. 

2. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Kollektor der Ietzten Inverterstufe 
mit der Basis der Ietzten Inverterstufe verbunden ist. 

3. Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Steuersignale in den Eingang der 
Ietzten Inverterstufe einspeisbar sind. 

4. Schaltung nach einem der vorangegangenen 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB an dem 
Ausgang des Stromspiegels eine Leistungsendstufe 
angeschlossen ist, daB parallel zur Steuerelektrode 
der Leistungsendstufe ein weiterer PL-Inverter ge- 
schaltet ist und daB weitere Steuersignale, insbeson- 
dere zum sicheren Sperren der Leistungsendstufe, 
am Eingang des weiteren I 2 L-Inverters einspeisbar 
sind. 

5. Schaltung nach einem der vorhergegangenen 
Anspriiche, gekennzeichnet durch ihre Verwendung 
in spannungskaskadierten Schaltungen zum Uber- 
gang auf andere Potentialebenen oder zum Betrieb 
einer von einer beliebigen Ebene angesteuerten An- 
paBschaltung. 

6. Schaltung nach einem der Anspriiche 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leistungsendstufe 
als Thyristor oder Triac ausgebildet ist, deren Zun- 
dung durch einen Strom aus der I 2 L-Schaltung be- 
wirkt wird. 



Die Erfindung betrifft eine AnpaBschaltung zum 
Obergang von einer I 2 L-Schaltung auf eine vorzugswei- 
se auf dem gleichen Halbleiter-Chip integrierte bipolare 
Schaltung hoherer Ausgangsleistung mit einem PNP- 
Stromspiegel, der einen Signalstrom von der I 2 L-Logik 
in die bipolarere Schaltung spiegelt. 

Aus der Zeitschrift Electronics, Oktober3, 1974, 
S. 1 11 - 118 sind AnpaBschaltungen bekannt, deren Ele- 
mente von der TTL-Technik abgeleitet sind und Wider- 
stande, die viel Platz insbesondere in integrierten Schal- 
tungen, beanspruchen, erfordern. Infolge der Wider- 
stande ist der verfugbare Ausgangsstrom der AnpaB- 
schaltungen in unerwunschter Weise abhangig von der 
Betriebsspannung. 

Eine Schaltung, in der anstelle des Widerstandes eine 
Stromquelle verwendet wird, ist z. B. bekannt aus IBM, 
Technical Disclosure Bulletin, Vol. 19, No. 12, May 1977, 
S. 4635. Die Stromquelle muB stets den maximalen Steu- 
erstrom des nachfolgenden bipolaren Transistors liefern 
und ist sehr aufwendig zu realisieren. 

Dieser Nachteil wird durch eine Schaltung mit Strom- 
spiegel vermieden, wie sie bekannt ist aus dem Digest of 
Technical Papers der ESSCIRC (1977), S. 90-92, er- 
schienen im VDE-Verlag GmbH, Berlin. In dieser Schal- 



tung wird ein Stromspiegel mit einem PNP-Transistor 
verwendet, der den Kollektorstrom einer Inverterstufe 
in I 2 L-Technik in die Basis eines bipolaren (»abwarts 
betriebehen«) NPN-Transistors einspeist, urn dessen 

5 Stromverstarkung voll auszunutzen und urn auf eine 
Schaltung mit hoherer Betriebsspannung uberzugehen. 
Da die Spannungsfestigkeit der I 2 L-lnvertertransistoren 
mit <7 V sehr gering ist, ist es erforderlich, entweder 
eine zusatzliche Hilfsspannung von <7V fur den 

io Stromspiegel vorzusehen oder, wie dem oben genann- 
ten Digest entnehmbar, durch eine Reihenschaltung vie- 
ler Dioden in der Kollektorleitungder Ietzten I 2 L- Inver- 
terstufe eine zu hohe Stromspiegelspannung auf die • 
niedrige Sperrspannung der I 2 L-Inverterstufe zu redu- 

15 zierea 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Stand 
der Technik zu vereinfachen und eine wirtschaftliche 
Ldsung der genannten Probleme anzugebem Insbeson- 
dere soil eine mdglichst einfach zu realisierende und 
20 platzsparende Losung angegeben werden. 

Die Aufgabe wird bei einer AnpaBschaltung der im 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art 
durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ge- 
nannte Erfindung gelost. Durch die Einfuhrung eines 
25 zusatzlichen bipolaren Transistors parallel zum Eingang 
der Ietzten Inverterstufe der I 2 L-Schaltung ist es nun- 
mehr moglich, den Stromspiegel an eine so hohe Be- 
triebsspannung zu legen, wie es die Kollektorsperrspan- 
nung des zusatzlichen bipolaren Transistors erlaubt oh- 
30 ne daB die letzte Inverterstufe der I 2 L-Schaltung gefahr- 
det wird. Die Vermeidung der umstandlich zu integne- 
renden Diodenkette, einer zusatzlichen Stromquelle 
oder eines Widerstandes erlaubt einen sehr platzsparen- 
den Aufbau bei minimalem Leistungsverbrauch. 
35 Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen 
der Erfindung sind in den Unteranspruchen angegeben. 
Die Schaltung ist mit Vorteil in spannungskaskadierten 
Schaltungen wie z. B. in stromsparenden I 2 L- Schaltun- 
gen verwendbar, da sich mit ihr auf unterschiedlichen 
40 Gleichspannungspegeln liegende Schaltungen problem- 
los ansteuern lassen. 

Die Erfindung wird nun anhand eines in einer Figur 
dargestellten Ausfiihrungsbeispiels naher erlautert. Die 
Figur zeigt eine Inverterstufe T 2 in I 2 L-Technik. Derarti- 
45 ge Stufen bestehen vorwiegend aus einem NPN-Transi- 
stor mit einem oder mehreren Kollektoren und einer 
Basis, die von einem PNP-Transistor als Injektor ge* 
speist wird. Der Injektorstrom steuert die Inverterstufe 
in den leitenden Zustand solange die Basis der Inverter- 
50 stufe nicht auf Bezugspotential gelegt wird, welches die 
Basis-Emitter-Strecke der Inverterstufe T 2 sperren wur- 
de. Die Steuerung der FL-Schaltung erfoigt somit iiber 
den AnschluB E, von z. B. nicht dargestellten Invertern 
in I 2 L-Technik in binarer Form. Die dargestellte Stufe 
55 mit dem Transistor T 2 stellt folglich die letzte Inverter- 
stufe der I 2 L-Schaltung dar. 

Die Figur zeigt ferner eine als Darlingtonschaltung 
ausgebildete Leistungsendstufe mit den Transistoren T 5 
und T 6 und dem Lastwiderstand R L , die zur Abgabe 
60 einer hoheren Leistung an einer Spannungsquelle mit 
der Spannung U a liegt. Die Spannung U a ist in der Regel 
gr6Ber als 7 V und damil fur die I 2 L-Schaltung zu hoch. 
Auch erfordert die Leistungsendstufe eine so hohe Steu- 
erspannung, daB sie von der I 2 L-ScJhaltung nicht ohne 
65 weitcres aussteuerbar ist. Die Leistungsendstufe wird 
daher in an sich bekannter Weise von einem Stromspie- 
gel, realisiert durch den Transistor 7 4 , ausgesteuert. 
Ein iiber die Leitung 2 in den Eingang des Stromspie- 



